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Die vorliegende Ubersicht enthölt in gedröngter Form die wichtigsten Grenz- und Kenn-

doten der in der DDR gefertigten Holbleiterbouelemente.

Dem Anwender soll durch diese Ubersicht die Auswohl der jeweils in Froge kommenden

Typen erleichtert werden. Bouelemente, die nur noch für Ersotzzwecke vorgesehen sind,

wurden in diese Ubersicht nicht oufgenommen. Wir weisen dorouf hin, doß wir uns Ande-

rungen, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbeholten.

Spezielle Anfrogen und Bestellungen sind on dos jeweilige Herstellerwerk zu richten.

This survey contoins o summory of the most importont quontities ond chorscteristic doto

of the semiconductor components mode in the GDR.

This survey is to focilitote the selection of the types thot come to the question for the

user. Semiconductors, which only to be used for replocement opplicotions were not oc-

quired into this survey. We would like to point out thot we reserve the right to moke

modificotions due to technologicol odvonce.

Pleose oddress inquiries ond orders to the monufocturer.

Holbleiterbouelemente-lndustrie der Deutschen Demokrotischen Republik

Semiconductor component industry of the Germon Democrotic Republic
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I ypenverzelcnnls Type list

Tvp Her-
steller

producer poge

D 195 C AMD
D 200 C HFO
D 201 c HFO
D 204 C HFO
D 210 c HFO
D 220 C HFO
D 230 C HFO
D 240 c HFO
D 2s1 C HFO
D 254 C HFO
D 274 c HFO
D 491 D RWN
D 492 D RWN
E 100 C HFO
E 103 c HFO
E 110 C HFO
E 120 C HFO
E 126 C HFO
E 130 C HFO
E 140 C HFO

OE147 C AMD
E 150 C HFO
E 1s1 C HFO
E 1s3 C HFO
E 154 C HFO
E 160 C HFO
E 172 C HFO

oE174 c HFO
OE191 C AMD
OE 192 C AMD
OE 193C AMD
X GD 160 RWN

X GD 170 RWN
X GD 175 RWN
X GD 180 RWN
X GD 240 RWN
X CD 241 RWN
X GD 242 RWN
X GD 243 RWN
X GD 244 RWN

GF 145 RWN
CF 147 RWN

O MB 101 WF
SA 403 FWE

SA 412 FWE

sA 418 FWE

SA 418/1 FWE

SAL 41 FWE

SAL 43 FWE

SAL 45 FWE

SAM 42 FWE

SAM 43 FWE

SAM 44 FWE

SAM 45 FWE

SAM 62 RWR

SAM 63 FWE

SAM 64 RWR

SAM 65 FWE

sAY 12 WF
SAY 16 WF

SAY 17 WF

SAY 18 WF

SAY 20 WF

SAY 30 RWM
SAY 32 RWM

SAY 40 RWM
SAY 42 RWM

SAZ 12 WF
sAz i3 wF'
SAZ 54 WF
SAZ 61 WF

SAZ 71 WF
X SC 206 RWN

X SC 207 RWN

sc 236 RWN

sc 237 RWN
sc 238 RWN

sc 23e RWN

X SF 121 HFO
X SF 122 HFO
X SF 123 HFO

sF 126 HFO

sF 127 HFO
5F 128 HFO
sF 12e HFO

X SF 131 HFO
X SF 132 HFO

SF 136 HFO

SF 137 HFO

sF 1s0 HFO
SF 215 RWN

SF 2"16 RWN
SF 225 RWN

SF 235 RWN
SF 240 RWN
SF 245 RWN

SM 103 FWE

SM 104 FWE

SMY 50 FWE

SMY 51 FWE

SMY 52 FWE

sP 101 wF
SP 102 WF
sP 103 wF

o sP 201 wF
ss 106 HFo
SS 108 HFO
ss 109 HFo
SS 2OO RWN
ss 201 RWN
SS 202 RWN
ss 216 RWN
SS 218 RWN
SS 219 RWN

SSY 20 HFO
ST 103 WF

O ST 108 GWS
X ST 111 GWS
X ST 121 GWS

SY 170 GWS

sY 171 GWS 30

sY 180 GWS 30

sY 180/A GWS 31

SY 2OO GWS 30

SY 201 GWS 30

sY 202 GWS 30

SY 203 GWS 30

SY 204 GWS 30

SY 205 GWS 30

SY 206 GWS 30

SY 207 GWS 30

SY 2OB GWS 30

sY 210 GWS 30

X SY 250 GWS 31

SY 320 GWS 30

sz 600 GWs 33

X SZX i 8/D WF 32

X SZX 19IDWF 32

szx 21 wF 32

szY 20 wF 33

SZY 21 WF 33

SZY 22 WF 33

szY 23 WF 33

U 101 D FWE 14

U ]O2 D FWE 14

U 103 D FWE 14

U 104 D FWE 14

U 105 D FWE 14

U 106 D FWE 14

U 107 D FWE 14

U 108 D FWE 14

O U 109 D FWE '14

ou112D FwE 14

OU12OD FWE 14

OU121 DFWE 14

OU122 D FWE 14

U 311 D FWE 14

U 352 D FWE 14

U 7OO D FWE 22

o vo 110 wF 38

VQ 135 WF 38

O VOA 12 WF 38

O VQB 71 WF 38

o voB 71/A wF 38

O VQB 73 WF 38
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36
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zö

28
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28
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28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

34

34

34

34
AA

24

z4

1+

zc

24

t4

z+

24

l4
z4

24

24

zc

24

z+

z4

26

26

26

26

26

50

36

JO

36

25

25

25

IJ

25

25

25

25

25

2J

35

35

35

35

30

A 109 c HFO
A 109 D HFO
A 110 c HFO
A 110 D HFO

OA2O5D HFO
OA2O5K HFO
OA211 D HFO
OA22OD HFO
OA23OD HFO
OA24OD HFO
OA25OD HFO
OA27OD HFO
OA281 D HFO
OA295D HFO
OA3O1 D HFO

B 109 c HFO
B 109 D HFO
B 110 c HFO
B 110 D HFO
D 100 c HFO
D lOO D HFO
D 103 c HFO

D 103 D HFO

D 110 c HFO
D 110 D HFO
D 120 c HFO

D 120 D HFO
D 122 C AMD
D 126 c HFO
D 126 D HFO
D 130 c HFO
D 130 D HFO
D 140 c HFO
D 140 D HFO
D 146 C AMD
D 147 C AMD
D 150 c HFO
D 150 D HFO
D 151 c HFO
D 151 D HFO
D 1s3 c HFO
D 153 D HFO
D 1s4 c HFO
D 154 D HFO
D 160 c HFO

D 160 D HFO
D 172 c HFO
D 172 D FWE

D 174 c HFO
OD174D HFO

D 181 C AMD
D 191 C AMD
D 192 C AMD
D 193 C AMD

16

16

16

16

18

18

18

18
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Selen- GWG
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richter 40...44

Silicon GWG
free-o reo

retif iers 31

Selenium GWG
retifiers 40.. '44



H erstel ler-Ve rzeich n is Producer list

HFO Kombinot VEB Holbleiterwerk Fronkfurt (Oder) Stommbetrieb

GWG VEB Gleichrichterwerk Großröschen

Betrieb im Kombinot VEB Holbleiterwerk Fronkfurt (Oder)

GWS VEB GleichrichterwerkStohnsdorf

Bitrieb im Kombinot VEB Holbleiterwerk Fronkfurt (Oder)

RWN VEB Röhrenwerk ,,Anno Seghers" Neuhous

Betrieb im Kombinot VEB Holbleiterwerk Fronkfurt (Oder)

FWE Kombinot VEB Funkwerk Erfurt

RWM VEB Röhrenwerk Mühlhousen

Betrieb im Kombinot VEB Funkwerk Erfurt

RWR VEB Röhrenwerk Rudolstodt

Betrieb im Kombinot VEB Funkwerk Erfurt

WF VEB Werk für Fernsehelektronik

AMD Arbeitsstelle für Molekulorelektronik Dresden

X Nicht für Neuentwicklungen

O ln Entwicklung

X Not for new developments

O Under development



Kurzzeichen

A

OAM

b

Bvioeo

BT/TT

c"
Csss

Cio

vJ

Cr-

C,o,

CMR

d

ds

E

t

AI

f.
ftu,
fo

fr
Gp

Gpb

h

hzrr

nile

ls

Ic

lcso

I crs

I cEV

lc"

lcr-

lo

lo

lon
lu

Ir

i;
lr
lrrr,t

lrru

lr
It
:-
IT

l̂rn

lz

Alz

lo

lo

loH

lor-

lom

i.v.

K

k

I

IL

Ls

n

NB

No

Nox

Nor-

P,n

Pns

Pv

Po

R

Rsr

Ros

Ru

Rs

Rio

Rr-

Rs

Rrhir

Rth;c

Ro

fr
rR

wirksome Flöche

AM-Unterd rückung

Breite

Videobondbreite

Bi ldtröger/Tontrögerverhö ltn is

Gehö useko pozitöt

Eingo ngsko pozitöt

Eingo ngsko pozitöt

lsolotionsko pozitöt

Sperrsch ichtko pozitöt

Lostko pozitöt

Gesomtkopozitöt

Gleichto ktunterdrückun g

Abstond, lichte Weite

Bolzend urchmesser

Beleuchtu n gsstö rke

Ro uschfaktor

Frequenz

Frequenzo bweichu ng,

Modulotionshub

Mod ulotionsf req uenz

moximole Einsotzfrequenz

Güteg renzf requenz

Tronsitfrequenz

Leistungsverstö rkung

H F- Leistungsverstö rku ng

in Bosisscholtung

Höhe

Gleichstromverstörkung

l(u rzschl ußstromverstö rkun g

in Emitterscholtung

Bosisstrom

Kollektorstrom

l(ollektorreststrom bei
offenem Emitter

Kollektor-Em itter- Reststrom

Kollektorreststrom bei in
Sperrichtung vorgesponnter
Emitterdiode

High-Kollektorstrom

Low-Kollektorstrom

Droinstrom

Blockierstrom

Dro inspitzenstrom

Stro hlstörke

Flußstrom, Flußgleichstrom

Do uerg renzstrom

Effektiver Du rch lo ßstrom

Scheiteldu rchlo ßstrom

Nenndu rch lo ßstrom
Nenngleichstrom

Periodischer Spitzenstrom

Nichtperiod ischer Spitzen strom

Durchloßgleichstrom

Nen ngleichstrom

Zündstrom

Holtestrom

Eingongsstrom

Eingo ngsbosisstrom

Ei n g o n g soffsetstrom

Loststrom

Sperrstrom

Sperrstrom (Momentonwert)

Betriebsstrom

Stromoufnohme des unbelo-
steten Scholtkreises

Durchloßstrom

Douerg renzstrom

Effektiver Durchlo ßstrom

Period ischer Spitzenstrom

Z-Strom

Stobilitöt des Z-Stromes

Ausgongsstrom

Richtstrom

High-Ausgong sstrom

Low-Ausgo ngsstrom

Scheitelwert des
Ausgo ngsstromes

inrrere Verbindrrng

Kühlflöche

Klirrfoktor

Lönge

Leuchtd ichie

Serien ind u ktivitöt

Plottenzo h I

Bolzenzo hl

Ausgo rrg slostfo ktor

H ig h-Ausgo ngslostfo kior

Low-Ausgo ng slostf o ktor

H F-Eingo ng sleisiung

Nichiperiodische Sperrverlust-
leistung

Totole Verlustleistung

Eiger-rleistungso uf no hme

Ausgo ngsleistung

Rostermoß

Bosis- Emitter-Widersto nd

Dro in-Source-Widerstond

Eingo ngswidersto nd

Generotorwidersto nd

lsolotionswiderstond

Lostwiderstond
Serienwiderstond in der
Versorg ungsleitung

Geso mtwörmewidersto nd

lnnerer Wörmewiderstond

Ausg o n g swidersto n d

Du rchlo ßwidersto nd

Sperrwiderstond

lcr
lr
lr

h

Iro

lr_

In

in

ls

lso

lr"
lrs
lc

lcr.t

(z

5

SVR

DHL

toln

tf

tgt

thotd
I
TIH L

tolf

rp

tq

+

Z-Widerstond

Em pf ind lich keit

Betriebsspo nn u ngs-

, rnrardriidzrrna

Ein scho ltverzögerun gszeit

Ausscho ltverzögerun g szeit

Abfollzeii

Zündzeit

Holtezeit

Anstiegszeit des
Fernsteueri m pulses

Ausscho ltzeit

Ein scho ltzeit

To ktimpu lsbreite

Freiwerdezeit

An stiegszeit

Sperrerhol ungszeit

S na ieh a rzai+

Vorein stellzeit

Lebensdo uer

Tem peroturkoeff izient

Tem perotu rkoeff izient
der Z-Sponnung

Nen no nsch I u ßspo n nung

Bosis- Em itter-Spo nn ung

Du rch bruchspo nn ung

Kol lektor-Bosis-Spo nnu ng

Kollektorsperrspo nn u ng
bei offenem Emitter

Kol lektorspo nnu ng

Kol lektor- Emitter-Spo n n un g

Kollektor-Em itter-5perr-
sponnung bei offener Bosis

Kollektor-Emitter-5perr-

sponnung bei endlichem

Bosis- Em itter-Widersto nc

Kol lektor-Emitter-Söttig ungs-
spon nung

Kollektor-Em itter-Sperrspo n -

nung bei in Sperrichtung vor-
gesponnter Emitterdiode

Blockiersponn ung

Dro in-Bulk-Sponn ung

Ton -ZF-Ausgo ngsspo nn ung

Dro in -Gote-Spon nung

Periodische Spitzen-
blockierspo nnung

Dro in-Source-Spo nn ung

Nichtperiodische Spitzen-
blockierspon nung

Scheitelblockierspo n nu ng

Emittersponnung

Emitter-Bo sis-Sperrspo nn ung

Du rchlo ßg leichspo nn ung

Goie-Bul k-Spo n nung

Gote-Sou rce-Spo n nung

I setu p

tv

TK

TKuz

UrN

Uge

U(ea)

Ucg

jlsr-e

Ucc

Ucs

Uceo

Ucen

UcEro,

Ucrv

Uo

Uos

[.] op

Uoc

Uon

Uos

Uos

0o*
Ue

Urag.

Ur

Ucs

Ucs



Kurzzeichen

Ucr

Usr

Ur

Ur

Uro

u tmar

U tmin

UiRes

Urr

Uro

Urr

/UHr
Un

Un,N

Unn

0*t

Unw

Us

Use

Ur
Uz

lUz
Uo

Uon

Uor-

U

Zündsponnung

HF-Sponnung

Eingongssponnung, Gleich-
to kteingongsspo nnung

Eingo ngsspon nung

Differen ze i n g o n g sspo n n u n g

Moximole Eingongssponnung

Minimole Eingongssponnung

Regeleinsotzspon nu ng

Eingongssponnung für
Begrenzungseinsotz

Ein gon gsoffsetspo nn un g

N F-Ausgo ngsspo nn ung

NF-Abregelung

Sperrspo nn u ng,
Sperrg leichspo nn ung

Scheitelsperrsponnung

Periodische Spitzen-
sperrspon nung

N ichtperiod ische

Spitzensperrspon nung

Scheitelsperrspo n nun g

Betriebssperrspo nnun g

Source-Bul k-Spon nung

Schwellsponnung

Z-Sponnung

Stobilitöt der Z-Sponnung

Ausgongsspon nu ng

H ig h-Ausgongsspo n nung

Low-Ausgo ngsspo n nunE

Ubersteuerung

Spon nung sverstörkung

geschlossene Sponnungs-

verstörkung

Verstö rkungsregel bereich

Regelumfong der

ZF-Verstörkung

Steilheit
U mgebu ng stem perotu r

Gehöusetem perotur

Sperrschichttem perotur

Logerungstem perotur

Temperoturd ifferenz

Em ission swellen lö n ge

Wellenlönge moximoler

Emission

Spektrole Ho lbwertsbreite

Vu

Vrg

lvu
AYzt

Yzt
3

8"

8i
Srtg

A8
1

trp

A),



Symbols used

c"
Cs"=

A

OAM

b

Bvideo

BT/TT

Ll

Cr-

Ctot

CMR

d

ds

E

F

f

AI

fn,

fn 
",

ir"
lc

IcN

lcr
lH

II

lr

lro

IL

ln

in

ls

lso

lr
-ü

lr
G.

lz

Alz

lo
lo
loH

lor-

lou

i.v.

K

k

I

L

Ls

n

NB

No

NoH

Nor-

fin

F*t

Ptot

Pv

Po

R

Rar

Ros

R"

Rs

Rio

Rr-

R'

Rth;o

Rthic

Ro

fF

rR

fz
s

SVR

toHl
tIDLH

tr

rgt

thotd

trHr

toll
+

Ip

+

+!s€tut)

TK

TKu z

effective oreo

rejection of AM

width

video bondwidth

picture corrier to
sound corrier rotio

cosing coPocitonce

input copocitonce

input copocitonce

insulotion copocitonce
junction copocitonce

lood copocitonce

totol copocitonce

common mode rejection

internol dio

stud diometer

light intensity

noise figure

freq uency

frequency distortion,
sweep width

modulotion frequency

moximum operoting
frequency

non-repetitive Peok
surge current
direct current

nominol direct current

gote trigger current

holding current

input current
input bios current

input offset current

lood current

reverse current

instoneous reverse current

supply current

proper supply current

forword current

moximum continuous
forword current

effective forword current

peok repetitive forword

cu rrent

Z-cu rrent

stobility of Z-current

output current
rectified current
high output current

low output current

peok output current

internol connexion

cooling surfoce

distortion foctor

length

luminous density

series inductonce

number of plotes

number of studs

fon -out

high fon-out

low fon-out

HF input power

non-repetitive reverse peok

surge power dissipotion

totol power dissipotion

proper power dissipotion

output Power

roster meosure

bose-emitter- resistonce

d ro in -sou rce-resisto nce

input resistonce

generotor resistonce

insulotion resistonce

lood resistonce

supply resistonce

totol thermol resistonce

internol thermol resistonce

output resistonce

forword resistonce
reverse resistonce

Z-resisto nce

sensitivity

operoting voltoge rejection

turn-on deloy time

turn-off deloy time

{oll time

gote trigger time

holding time

rise time of remote
control pulse

turn-off time

turn-on time
pulse width

recovery time

rise time

reverse recovery time

sioroge time

set-up time

rneon lifetime

tetnperoture coeff icient

temperoture coefficient
of Z-voltoge

Uar.r nominol connecting
voltoge (effective volue)

UsE bose-emitter-voltoge

U(en) breokdown voltoge

Ucs collector-bose-voltoge

Uceo moximum collector-bose-
voltoge

Ucc collector supply voltoge

Uce collector-emitter-voltoge

Uceo moximum collector-emitter
vcltoge with open bose

Ucen moximum collector-emitter-
voltoge ot defined bose-

e m itter- res i sto nce

Ucero, collector-emitter
soturotion voltoge

Ucev moximum collector-emitter
voltoge with reverse biosed

emitter diode

Uo blocking voltoge

Uog droin-bulk-voltoge

Uor sound-lF outPut voltoge

Uoc droin-gote-voltoge

Üo* repetitive Peok reverse

voltoge

Uos droin-source-voltoge

0or non-rePetitive Peok
surge blocking voltoge

0o* moximum oPeroting Peok
blocking voltoge

Ue emitter voltoge

fo cut-off frequencY of merit

fr tronsition frequencY

Gp power goin

Gpu common-bose Power goin

h hight

hztr DC current goin

hr," smoll-signol current goin

ls bose current

lc collector current

lceo collector cut-off current

lcrs collector-emitter
cut-off current with
bose shorted to emitter

lcrv collector cut-off current
ot the emitter diode biosed
in the reserve direction

lcrr high collector current

lcr- low collector current

lo droin current
lo blocking current

G* droin peok current

l" rodiont intensitY

lr forword current

forword direct current

i; moximum continuous
forword current

lr
lrn
lrru

effective forword current

peok forword current

nominol forword current,
roted direct current

peok repetitive forword

cu rrent
lra



Symbols used

Urso

Ur

Uca

Ucs

Ucr

Unr

Ur

Ui

Uro

U,,nu,

lJ in in

U iRes

Urr

Uro

moximum emitter-bose
voltoge

forword voltoge

gote-bul k-voltoge

gote-sou rce-voltoge

gote trigger voltoge

HF voltoge

common mode input voltoge,
input voltoge

input voltoge

differentiol input voltoge

moximum input voltoge

minimum input voltoge

irrput voltoge for onset
of reguloting

input voltoge for onset
of limitotion

input offset voltoge

o. f. output voltoge

controlled o. f. output
voltoge decreose

reverse voltoge,
reverse direct voltoge

peok reverse voltoge

repetitive peok
reverse voltoge

non-repetitive peok
surge reverse voltoge

moximum operoting peok

reverse voltoge

supply voltoge

sou rce-bul k-voltoge

threshold voltoge

Z voltoge

Z voltoge stobility

output voltoge

Urm

Unn

Urur

/Ur.ri

Un

0**

Us

Use

Ur
Uz

AUz

Uo

Uor-

Uon

Vu

V,s

Yzt

ü

avu

AVzr

8o

t9.

Üi

r9sr9

AO

1

xe

A1

low output voltoge

high output voltoge

voltoge omplificotion

closed voltoge goin

mutuol conductonce

overriding voltoge

voltoge goin control ronge

lF voltoge goin control ronge

ombient temperoture

cosing temperoture

junction temperoture

storoge temperoture

temperoture differentiol

emission wove length

peok emission wove length

spectrol holf-bond width



lntegrierte Scholtkreise Integroted circuits

TTL-Scholtkreise (Normo lreihe)
TTL circuits (stqndord series)

Grenzdoten
mox. rotings

Betriebsbed ing ungen
operoting conditions

lnformotionsdoten
electricol chorocteristics

Us : 0... +7 V

Ur : -0,8...+5,5 V

No : 103)

Us:4,75...5,25V
t?o:0...+70"C (Reihe D 10)

(D 10 series)

ü" : -25...+85'c 
(Reihe E 10)
(E 10 series)

Uor- ( 0,4 V
uoH > 2,4 V
tonr- : 10 ns bei

tor-H : 15 ns oi
Us:
"q-

q \/

25 "c

ArtTvp descri ption logische Funktion
logicol function

v
D
E

D
D
E

D
D
E

D
n

E

D\-{D
E

D
D
E

D

D
E

n
D
E

D
D
E

D
D

E

D
D
E

D

D

E

D
n

E

D

D

E

100 C 4 NAND-Gotter
100 D mit je 2 Eingöngen
100 c
103 C 4 NAND-Gotter
103 D mit je 2 Eingöngerr

103 C Kollektor offen

110 C 3 NAND-Gotter
110 D mit je 3 Eingöngen
110 c
120 C 2 NAND-Gotter
120 D mit je 4 Eingöngen
120 c

126 C 4 NAND-Gotier
126 D mit je 2 Eingöngen
126 C Kollektor offenr)

130 C 1 NAND-Gotter
130 D mitBEingöngen
130 c
140 C 2 NAND-Gotter
140 D mit je 4 Eingöngen
140C No:30
150 C 2 AND/NOR-Gotrer
150 D mit je 2 X2 Ein'göngen
150 C 1 Gottererweiterbor

151 C 2 AND/NOR-Gotter
151 D mit je 2X2 Eingöngen
151 c
153 C 1 AND/NOR-Gotter
153 D mit 4X2 Eingöngen
153 C Gotter erweiterbor

154 C 1 AND/NOR-Gotrer
154 D mit 4)(2 Eingöngen
1<1 a

160 C 2 Exponder
160 D mit je 4 Eingöngen2)

160 c
172 C J-K-Moster-5love-
172 D Flipflop mit je

172 C 3 J- und 3K-Eingöngen

174C 2positivflonken-
174 D getriggerte D-Flipflop
174 c

quodruple 2-input
positive NAND gotes

quodruple 2-input
positive NAND gotes
with open collector output

triple 3-input
positive NAND gotes

duol 4-input
positive NAND gotes

quodruple 2-input
positive NAND gotes
with open collector outputr)

8-i nput
positive NAND gotes

duol 4-input
positive NAND buffers
No:30
duol 2-wide 2-input
AND/NOR gotes
1 gote expondoble

duol 2-wide 2-input
AND/NOR ,gotes

expondoble 4-wide 2-input
AND/NOR gotes

4-wide 2-input
AND/NOR,gotes

duol 4-input exponders2)

J-K- moster-slove
flip-flop with
3-J- ond 3-K-inputs

duol D-type positive
aÄ na-f rinaaro.d

f lip-flops

Y:TE'

V 
- 

AFI

Y:T6E

Y:TE6

Y:TE'

Y : AFDE-

v : -ÄE-co

Y,: GBITJcD)+T

Yr:(ffi)
Y : iÄB)-+(cD)

Y:@

Y:m
X : ABCD

Q(t"+r) : D(t")

l)Uon<15V
2) zur Erweiterung des D 150 bzw' D 153
:) No : 1 entspricht lor- : 1,6 mA

bzw, -lor.r 
: 40 pA

r)

2\

3'\

Uon<15V
for exponsion of D 150 or D 153

No : 1 corresponds with lor- : 1,6 mA

ond -lon 
: 40 ltA



I nteg rierte Scholtkreise Integroted circuits

Us 8,t A* Y+ 83 A3 Ya us cl Y1 c3 83 A3 Y3 us D2 C2 82 A2 12

AE
D 130 C
D 130 D
E 130 C

A1 81Y7A282Y2M
D100C,D103C,D126C
D1OOD,D1O3D,D126D
E100C,E103C,E126C

CD

A7 87 C7 A2E2C2M

D160C
D 160 D
E 160 C

A1 87 42 82 C2 Y2 tl
D110C
D11OD
E 110C

uratXxclotYl

A1 A2 82 C2 D2 12 il

D 1s0 C, D 15'r C
D15OD,D151D
E1s0C,E1s1C

tß K2 t(l

RJIJ2Js
D172C
D172D
E 172C

Ail

A1 81 Cl D1 Y1 l'l

D120C,D140C
D 120 D, D 140 D
E 120C, E 140C

ACDEF
D1s3C,D154C
D153D,D154D
E 1s3C,E 1s4C

nüTTStOtdtn
D174C
D174D
E174C

Plostgehöuse:
plostic cose:

D 100 D... D 174 D

. zftce ,

FryI

FI
l(eromikgehöuse:
cerqmrc cose:

D 100 C .,. D 174 C
E100C...E174C

usBxxH6Y

R2 D2T2 52 A2a2

th D1 xl .x1 X2 12 D2



I nteg rierte Schqltkreise Integroted circuits

TT[-Sdrqltkreise (MSl-TYPen)

TTL circuits (MSl typesl

Grenzdoten
mox. rotings

Betriebsbedi ng u ngen

operoting conditions

lnf ormotionsd oten
electricol chorocteristi :;

Us : 0..'+7 V
Ur : -0,8...+5,5 

V

No : 106)

Us:4,75'..5,25 V
8":0...+70'C

8q : -25... +85'C

(Reihe D 10)
(D 10 series)
(Reihe E 10)
(E 10 series)

Uor- ( 0,4 V bei Us:5 V

UoH ) 2,4 V at r9. : 25 "C
tr'ora ( 0 ns CL : 15 PF

tsetup ( 20 ns

ArtTvp description
MHz

rp

ns

tonr- tolu
ns ns

D 146 C BCD-zu 7-Seg'ment-
Dekoder/-Treiberl)5)

D 147 C BCD-zu 7-Segment'
E 147 C Dekoder/-Treiberl)")

D 1Bl C 16-bit-SPeicher (RAM)3)

D 191 C 8-bit-Schieberegister2)
E191c

BCD-decode to 7-segment
decoder/d riverr)i)

BCD-decode to 7-segment
decoder/,driverl)a)

16-bit memory (RAM):)

B-bit shift register2)

synchronous 4-bit BCD-decode
up/down cou.nter

synchronous 4-bit binory
upldown counter

4-bit right-shift left-shift2)
register

D192c
E 192C

Synchroner 4-bit-BCD-
Vor-,/Rückwö rts-

Dezimolzöhler

Synchroner 4-bit-
Vor-/Rückwörts-
Binörzöhler

<10

<2s

<2s

<20

< 100 < 100

< 100 < 100

<2s <45

<2s <.40 <40

<20 <40 <47

<20 <40 <47

<15 <3s <35

D193C
E 193C

D 195 C 4-bit-rechts-links2)
Schieberegister

t) Nor(o...9):12, Non(B|,RBO): s
2) N6r- : 10, NsH : 20
3) Uon ) 5,5 V, town ( 60 ns

a)Uon:15V
5)Uon:30V
6) No: l entspricht lor-:1,6 mA bzw' -loH:40 PA

No : 1 corresponds with lol : 1,6 mA ond -loH 
: 40 tt'A

Leseverstörker

Read-out omplifier

Grenzdoten
mox. rotings

Betriebsbed ingungen
operoting conditions

Us* : -Us- : 4'75 " '5'25 V
Uref : 15. ' ' 40 mV

8o:0..,+70 "C

lnformotionsdoten
electricol chorocteristics

Us+ : -Us- : O"'+7 V

Uto, Uref : -5'.'+5 V

Ur: -0,8..,+5,5 V

UoH ) 2,4 V
Uor- ( 0,4 V
Ur : U."r*4 mV

ArtTvp descri ption logische Funktion
logicol function

D 122 C 2-Konol-Leseverstörker 2-chonnel reod-out omplifier Y:G(A*Sr)(B*Sa)

10



Integrierte Scholtkreise lntegroted circuits

8 C LT U.Y.NEI Dht A1 AZ -U761+U7ys E7 82 l+-

D122C

x8 )(2 Xl lh Yl Y2 Y8

D181C

D146C,D147C
E147C

D192C,D193C
E 192C, E 193C

D191C
E191C

b751+731277709

EsA B C DflCtl
Dl9sC

D 193 C
E 193C

123+567
D181C D191C D19sC

E191C

ffi
123+567

D122C D146C

I

D14tC
E iA1 a

D192C
E 192C

E Ar0^ZfrZVq0rH

x4 Wl 8l 80 f,l f0 f4 UsQA080CQ0n12

l9.5mox 79.5 max

1+1372717098

11



Integrierte Scholtkreise Integroted circuits

TTL-Scholtkreise (sdrnelle Reihe)

TTL circuits (high speed seriesl

Grenzdoten
mox. rotings

Betriebsbed ing ungen
operoting conditions

lnf ormotion sdoten

electricol chorocteristics

Us :0...+7 V

Ur : -0,8. " +5,s V

No : 10r)

Us:4,75..'5,25 V

t9o:0...+70'C
Uol { 0,4 V
Uox ) 2,4 V

toul:7ns bei

tolH:7ns ot
Us:5V
8.:25'C

ArtTvp description logische Funktion
lc,gicol function

D200C 4NAND-Gotter
mit je 2 Eingöngen

D201 C 4NAND-Gotter
mit je 2 Eingöngen
Kollektor offen

D204C 6lnverter

D210C 3NAND-Gotter
mit je 3 Eingöngen

D220C 2NAND-Gotter
mit je 4 Eingöngen

D230C l NAND-Gotter
mit 8 Eingöngen

D240C 2NAND-Gotter
mit je 4 Eingängen
No:30

D251 C 2AND/NOR-Gotter
mit je 2X2 Eingöngen

D254C lAND/NOR-Gotter
mit 3X2 und 1X3
Eingöngen

D 274 C 2 positiv flonken-
getriggerte D-FliPf loP

quodruple 2-input
positive NAND gotes

quodruple 2-input
positive NAND gotes
with open collector outPut

hex inverters

triple 3-input
positive NAND gotes

duol 4-input
positive NAND gotes

8-i n put
positive NAND gotes

duol 4-input
positive NAND buffers
No:30
duol 2-wide 2-inPut
positive AND/NOR gotes

3-wide 2-input ond
1-wide 3-input
positive AND/NOR gotes

duol D-type positive

edge-triggerod flip-floPs

Y :TE

Y:EE

Y:F
Y:TEE

Y : ABCD

Y : ABCDEFGH

Y : AT'6

Y : jÄEjreöi

v : (AB)*(CD)+(EFC)+(HJ)

 rL \ 
- 

n/l 'lu\t n+1,1 - 
u\rn,

t) No : 1 entspricht lor- : 2 mA

bzw. -lor : 40 PA

Treibersdroltkreise

Driver circuits

l; No : 1 corresponds with

lor- : 2 mA ond -loH : 40 frA

Grenzdoten
mox. rotings

Betriebsbed ing ungen
operoting conditions

lnf ormotionsdoten
electricol cho rocteristics

D 491 D D 492 D2)

Us 0...10 V

Ur -5 V... Us

Ue <5V
lcr- < 50 mA 250 mA

Ptot

Us :4,5...10 V

8o : 0,.. +70 'C
Ucrr
Ics
ls

ll

D 491 D D 492 D2)

1,2 V r) bei
100 pA 200 prA ot

1mA
3,3 mA

Us:10V
1)o:;u)"L
Ue: 5V
lcr- : 20 mA

ArtTvp description logische Funktion
logicol function

D491 D 4Segmenttreiber
D 492D 6 Digittreiber

quodruple segment drivers

hex digit drivers
C:A"
Y:Ä

E:A

t) bei lcl : 1616q1
2) Emitter mit Mosse verbunden

l) ot lcr-: ls166v
2) emitter connected to 0 V



I nteg rierte Scho ltkreise lntegroted circuits

lls A6 '16 A5 Y5 A+ Y+ us cl Y1 C3 83 A3 Y3 us D2 C2 82 A2 Y2us a+ A+ Y+ 83 A3 Y-?

A1 81 Y7 AZBZ Yz l,l

D200C,D201C

A1 E7 Cl 14 C2 E2 A2

D491D

7 2 3 +5 6 7

D 200 C .., D 274 C

A7 Y'I AZ Y2 NT? M

D204C

us 81 D1 C1 Y1

A1 42B2C2D2Y2 M

D2s1C

A1 B7 A2 82 C2 Y2 t4

D210C

A187 C7D7Y1M

D220C,D240C

RlDtnstatdtn

D274C

ACD

D2s4C

F6

0..

743

7+73727?109

773456

D491D,D492D

r+ Rz Dztz sz oz äz

A+ E+ c+ us c3 E3 A3 41 Y6 A6 Us A5 Y5 A+

o



Integrierte Scholtkreise Integroted circuits

MOS-Schqltkreise

MOS circuits

Grenzdoten
mox. rotings

Betriebsbedingungen
operoting conditions

Informotion sdoten
electricol cho rocteristics

Us1 :-31 ..'+0,3V
Us2:-31 ."+0,3V
Ur :-25...-l-0,3V

-Us1 : 25 '..28 V

-Us2 - 11,5 '..13,5 V
0o : Q...+70.C

-Uor- ) 1o V

-Uou( i V

Typ Art description logische Funktion
logicol function

U 101 D 2 Volloddierer duol 3-input single-bit s : er(e2e3+"r"ri+ ilGze:*eä
mit je 3 Eingöngen negotive full odders ü : erer*eze3-l-e3e1

U 102 D 2 NOR-Gotter duol 3-input negotive NOR gotes o -;FFeB
mit je 3 Eingöngen

u 103 D R-st-Flipflop F5-T-flip-tlop

U 104 D 2 Aquivolenz- duol equivolent-onti-volent gotes o : ereziiFz
Antivo lenzgo tter

u 105 D 6 MOS-Feldeffekttronsisto- hex common-source common-bulk

ren mit gemeinsomen Source- field-effect tronsistorsl)

und Bulk-Anschlüssen1)

U 106 D 4 NOR-Gotter quodruple 2-input negotive o : il",
mit je 2 Eingöngen NOR gotes

u 107 D 3 AND-Gotter und triple 2-input negotive AND ond o : e1e2

1 AND/NAND-Gotter single 2-input negotive

mit je 2 Eingöngen AND/NAND gotes

U 108 D 2 J-K-Moster-5love- duol 2-J-input 2-K-input
Flipflop mit je 2 J- und J-K moster-slove flip-flop
2 K-Eingöngen

U 109 D 9-bit-Poritötsdetektor 9-bit even/odd pority detector

lJ 112 D Siebehstufiger seven-stoge binory frequency divider

binörer Frequenzteiler

U 120 D Synchroner 4-bit-BCD-Vor-/ synchronous 4-bit BCD-decode

Rückwörtszöhler mit Zwischen- up/down counter with buffer store

speicher und Decoder 1 ous 10 ond decoder 1 to l0

lJ 121 D Synchroner 4-bit-BCD-Vor-/ synchronous 4-bit BCD-decode
Rückwörtszöhler mit Zwischen- up/down counter with buffer store

speicher und 7-Segment- ond 7-segment decoder
Decoder

U 122 D Synchroner 4-bit-Vor/Rück- synchronous 4-bit-binory up/down

wörts-Binörzöhler mit Zwischen- counter with buffer store ond binory

speicher und binörer sowie ond invert-binory output
negierter binörer Ausgobe

U 31 1 D 5-bit-schieberegister mit 5-bit porollel-input porollel-output
direkter Porrollelein- und shift register
-ousgobe

U 352 D Dynomischer 64-bit- 64-bit seriol dynomic menrory

Serienspeicher

1) siehe ouch MOS-Feldeffekttronsistoren

14

t) see MOS field-effect tronsistors ogoin



Integrierte Scholtkreise

8 66AsGaAs6zGt
105 D

jzz kzr k22 a2 a" B $2 a1 a1 kp k1

j27 cp2 12 s, Ust B s7 h ch jn jrz
1OB D

cp ps Pr pz Pe P+ r st bl B r.l1 Us o7s

u/d cd ai; as Us2i.V. a7 d2 as aa as a6 a7 a6

u120D,u121 D,U122D

€n azz

e72 0n Ug a2 e2g

U1O2D

e22 a2 e27 Ug B 072 a7 0y
U 106 D

A7 e2 E3

UlO9D
ep e5

a P U,sts A

U 103 D

lntegroted circuits

eA ezz UU dZ 42

U1O4D

F cpB i.U 5 eaanB 0.7 d.1

85 €6 e7

o3B o2o7 Es

% en eSZ USl 842 €47 a4 d,r1

U1O7D

ea a47 A42 B &7 h ae

aS a1t as, -Ugy aj 4 8A

U112D
i.V. cps I ch at

U352D;l.:10 b:6,5
U1i2D:l:15 b:6,5

:l:17,5b:6,5
:l:25 b:11,5
:1"=33,8b:14

Us2 0.s a4 ds Q2 a7 cp2 Cp1

U311D

L, 102 D, U 103 D, U

U1O1 D,U1O5D,U
U106D,U1O7D,U
U 108 D
U120D,U121 D,U

r04 D,

109 D,

31 1 D

122 D

U62 a1 ey e72 I a22 821 d2



lntegrierte Scholtkreise Integroted circuits

Operotionsverstörker

Operotionol omplifiers

A 109 C Operotionsverstörker mit hoher Verstörkung,

A 109 D kleinen Offsetgrößen' großem Eingongs-

B 109 C widerstond und großer Ausgongsomplitude

B 109 D für universellen Einsotz

Operotionol omplifier with high goin, low offset volues,

high input resistonce, ond high output omplitude
for generol purpose oPPlicoiions

Grenzdoten bei Informotionsdoten bei -q _ 4R o/

;;;';,;;;,; s" :2s"c :;ä:;;ä;'- ;; 8.:25 'c, Us+ - -us- : 1s V, Rs : 100 o

gr' :f 18 V A 109: Uro ( 7,5 mV A 109:SVR ( 200 p'V/V beizlUs :1 V

Us-:-18 V 8109:Uro(5 mV 8109:SVR(150 1t'Y/V oty'Us:1 V

Ptot :300 mW A 109: lro <l 0,5 pA Uo > 10 V Rr : 2 kQ

Ur :-10...*10 V 8109:lro .'-O,2ttA Uo >12 V Rr :10 klJ

Uro :- 5...+5 V A 109: lr ( 1,5 pA A 109: CMR ) 65 dB

Ssts:-55.,.+150 "c B 109: lr ( 0,5 pA B 109: CMR ) 70 dB

A109:rjlo 0...+70'C A109:R" >50 kQ A109:V' >15000 f Rt :2 kQ

8109:0o :-25...*85 .C B 109: Ru > 150 kJ? B 209: V, > 25000 [ Uo : *10 V

A109:Pv (200mW *Ur )8 V

B 109: Pv ( 165 mW

Sponnungskomporotoren

Voltoge comporqtors

A 110 C Differentiol-Sponnungskomporotor
A 1iO D mit niederohmigem, mit ollen Logik-

B 110 C formen kompotiblem Ausgong
B 110 D für universelle Anwendung

Low-impedonce output differentiol voltoge comporotor,

compotible to oll logic fomilies,
for generol purpose opplicotions

Grenzdoten b"i n^ : ,, Informotionsdcten bei

mox. rorinos ot -- -j"c ;;;:;ä;;"-";id.:2s'c, usr:12 V, -Us*:6 v, Rs:100 o' uo:1'4 V

us*:*1a v A110:uro(7,5 mV uoH >2,5v bei Uro :10mV, los:-5mA
Us-:-7 V 8110:Uro(5 mV A110:Uol <0 V ot Uro :10mV, lor-:1,6m4
Ptot :300 mw A 110: ho < 15 pA B 110: uor < 0 V Uro :10 mV, lor :2 mA

Ur :-7...*7 V B110:lro <5 1tA CMR >70d8 zjUt :10V
Uro : -5...*5 V A 110: Ir ( 100 pA A 110: Vu > 750 AUo :2 V

lo :10 mA 8110:lr <25 1tA 8110:V" >1000 AUo :2 V

A 110:.d. :0 ...+70"c Ro :150 l2 tors :38 ns I aun:100 mV, ü:5 mv

A 110: rln : _.25... +85.C toHt- : 50 ns I R. : 2 kQ

Initiotorsdroltkreise
lnitiotor circuits

A 30'l D Initiotorscholtkreis für induktive
Initiotoren und ollgemeine Anwendung

lnitiotor circuit for inductive initiotors
ond for generol purpose opplicotions

::1:':11;:,T r," : 25.C I:"J;'.#ll'J'"" Ti 0^ - 25 "c, Us == 4,75 V

Us : 4,75...27 V ls ( 18,5 mA bei Us : 27 Y

UoH: O ..,27 V Uor- { 0,35 V ot lor- :16 mA

lor_ : 50 mA UoL ( 1,15 V lor- : 50 mA

-frr : 1 mA lon < 20 1t'A l)ou : 27 V, R: : 520 g
8o : -25... + 70 'C Urs : 2'95 V -lrr : 1 mA

8.tg : -40. . . +125 'C Cr, < 47 nF

fnox : 20 kHz C," : 1,5 nF, Rsls : 2,7 kQ



Integrierte Schqltkreise Integroted circuits

A 109, B 109

7 2 3.+ 5 6 7

A 109 C, B 109 C,

A110C,8110c

A 110
B 110

A0rA 445

7+ 73 72 77

7?34567
A 109 D, B 109 D, A 301

A11OD, Bl1OD

Vo 75"

AOOAlAs

A3OID

912

M et ottgege n st o nd

A3OlD

BOOAlA3

D,
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Integrierte Scholtkreise Integroted circuits

1 W-NF-Verstärker

1-W-o. f. omplifier

A 21'l D 1 W-NF-Verstörker für Rundfunk- und Fernseh- 1-W-o,f. omplifier for rodio, televisiorr, orrd phono device

empfönger sowie ondere okustische Geröte opplicotions

Grenzdoten o": ," : < 45 "cmox, roilngs or
Informotionsdoten bei 

^. üo : 25.c, us : 9 V, f : 1 kHz, Rr : B J-)cnoroctensucs oI

Us :4,2... 15 V lso < 10 mA bei Ur .:0
Ur :-0,5...*t,SV Vus >44 dB ot Po :50 mW

lom:1 A SRA:54,3d8 Po :1 W
Ptot:1 W R" :390 kO

Ptot:1,35W bei K)8cm2 k <10 0lo Po :850mW
r?o : -10 ,.. + 70 "C k : 1,4 olo Po : 50 mW

r9o : -40 ,.. +125 'C k : 6,3 olo Po : 1 W

5 W-NF-Verstörker

5-W-o. f. omplifier

A 205 D 5 W-NF-Verstärker für Rundfunk-, Fernseh- und 5-W-o.f. omplifier for rodio, television, ond

A 205 K Phonogeröte phono device opplicotions

Grenzdciten bei 
îlo : 25"C

mox. roilngs or

Informotionsdoten bei 
^. r7o:25'C, Us : 15 V, f : 1 kHz, Rr : 4 Ocnoroclensilcs ot

Us :4... 20 V lso ( 20 mA bei Ur - 0

Ur :-0,5,..+1,5V Po )4,sW ot k :10 o/o

fon :2,2 A | <1 2 olo Po :50 mW

A 205 D: p,ot : 1,3 W k 12 olo Po : 2,5 W

A205K:Ptor:5 W Ur )70mV Po:2,5W
A 205 D: Rth;o : 95 grd/W Vu > 33 dB Po : 2'5 W

A 205 K: Rrhio : 25 grdlW
A 205 D: Rth;c : 15 grd/W

0o : -10...+70'C

FM-ZF-Verstörker

FM lF omplifier

A 220 D FM-ZF-Verstörker und symmetrischer Koinzidenz- FM lF omplifier ond symmetric coincidence detector
demodulotor für Fernseh- und Rundfunkempfönger for television ond rodio receivers

Grenzdotenbei ^ Informotionsdotenbei .. l:6,5MHz /f :f50kHz,
mox. rotinss o, {'}o : 25oc .h";;;;';i;; 

- 
; 8":25 "c' us: 12 V'eo :20, r-: 1 kHz

Us :6...18 V
U5 :4 V
lr: :15 mA
lr :5 mA
ll :2 mA
Ur/r : 13 V
Rr:t/r+ : 1 kQ
Ptot : 400 mW
8o : -10..,+70'C

lso <20 mA bei Ri :0, Ur :0
UNr )300mV ot Ui :=1 mV, Rs:5kg
/UHr ) 60 dB Ui : 1 mV, Rr : 5 kQ/O kQ
Urr 1200 ttY
VuZF :73 dB Ui : 10 pV
oAM >46 dB Ui :1 mV, R;:5kJ?
k 12 olo Ui :1 mV, R;:5kO
R" :10 kA Ui:10mV
C" :4,9 pF Ui :10mV

18



Integrierte Scholtkreise Integroted circuits

A20sD. A20sK

7,5 lerzs

t==1f-h,
-.ll--" -41.', '"
a25:äi5

4211 D

A22OD

+a1
-ao5

Va..ts'

A@A357

A 21 1 D

A2O5D

7+131277n94

A2O5K
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I nteg rierte Scholtkreise Integroted circuits

TV-ZF-Verstörker
TV lF omplifier

A 240 D Geregelter TV-ZF-Verstörker mit Demodulotor
und Video-Nochverstörker für Schworz-Weiß'
und ForbfernsehemPfönger

Reguloted TV lF omplifier with detecior ond
video post-omplifier for monochrome ond
colour television receivers

Grenzdoten Ouj ,. : ,, "amox. rotrngs ot
lnformotionsdoten bei
chorocteristics ot

.&": 25 oc, Us : 12 V, Rs : 160 Q

Us :15 V
lr.r : 50 mA

U5 :20 V

lrr/r : 5 mA

lrzls : 5 mA

Uro : -1 ... +3 V

-Ut : 1,5 V
8o : -10,,.+55'C

lrs ( 25 mA

Uto <6,4V bei
U1 >4,8V ot
urz <7 v
Llinrn ( 350 tzV
AV* ) 50 dB

Bvrdeo ) 7 MHz

It, : 40 mA

ui :0
ui :0
u.t:2'6V

U1lmin : 1,8 , . .2,2 V bei ui : 20 mV, U1 : 5,5 V

Ir )3 mA ot
url "-- 2,6 , ., 4,2 Vss ui : 20 mV, U11 : 5,5 V

utz > 2,0 V ur :20 mV, U11 : 5,5 V

uor(rr) ) 30 mV

uor(re) ) 30 mV

f :6,5 vn', ff::o aa

f :6,5 vHz, fl: so aa

AM-FM-ZF-Verstörker

AM-FM lF omplifier

A 281 D AM-FM-ZF-Verstörker für botterie- und

. netzgespeiste Rundfunkempfönger

AM-FM/F onrplifier for bottery-driven ond
moins-driven rodio receivers

Grenzdoten bei l̂)" : 25oCmdx. rotrnos qt
Informotionsdoten bei go:25 oC, ui : 0, Us : 9 Vcnorocteflsucs or
f : 10,7 MHz, ui : 1 mV f : 455 kHz, ui : 15 pV

Us :11 V

Uzlr : -4 V
Us/r:4 V

lz :2 mA

ls :2 mA

lre :3 mA

r9o : -10...+70'C

-lE < 30 pA
UNr :840 mV
Gp >62 dB
Vu :87 dB
Urr : 190 trV
oam : 54 dB
R" :172Q
C" :67 pF

bei Us/r : -1 10 mV

ot ur :50 mV

ur :30 pY
ui : 50 1tY

m :0,3

Urur : 245 nV bei
UNr : 520 mV ot
Gp >6s dB

V, :94 dB
AV, : 62 dB

uiRes : 11,5 |rV
uinox: 18 mV

-Un : 380 mV

k <10 olo

R" : 1,1 kQ
C" : 125 pF

ui:15pV
ui:15mV
ui:10pV, Un-0
ui:5 pV

k:100/o

ui : 200 pV
ui : 200 pV

Horizontolkombinqtion
Horizontol combinotion

A 250 D Horizontolkombinotion für die lmpulsobtrennung

und Zeilensynchronisotion in tronsistorisierten

Fern sehem Pfö ngern

Horizontol combinotion for pulse clipping ond line

svnchronizotion in tronsistorized television receivers

Grenzdoten bei 
1̂lo : z]-w

mox. rotrngs ot
lnformotionsdoten bei
chorocteristics ot 8" : 25'C, Us : 24 V, Rs : 390 Q, t : 15625 *5 Hz

bei U5

ot 12

U5

U5

u5

l3

l5

-U5

t2

u2
lro

ls
tlv1l
Tjo

:50 mA
:l mA
:6 v
:22 mA
:12 v
:0,s...5 mA
:2."5 mA
:0...U3 V
: -10. ' . +70 'C

u7 >6 V

U2."st ( 550 mV

12 :23.'.30 tls
t7 > 150 lts
U5 >1 Vss

+At > 40o Hz

-Al > 400 Hz

- 
a n \/^-

- 
trv v))

:20 mAa

: 1,0 Vss

- 
4 n \r--

- 
IrU V55

: 1,0 Vss

20



Integrierte Scholtkreise Integroted circuits
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I ntegrierte Schqltkreise Integroted circuits

Prog rommwoh lscholtkreis

Progromme switching circuit

U 700 D p-Konol-MOS-Scholtkreis zur vollelektronischen
Progrommumscholtung von 6 Progrommen durch

Berührungstosten. Bei der Fernbedienung wird der

interne Ringzöhler mit jedem Fernsteuerimpuls
um eine Progrommstelle weitergescholtet.

p-chonnel-MOS circuit for oll-electronic progromme

switching of 6 progrommes with sensor contocts. In

remote operotion on internol ring counter switches

to the next progromme digit of the circuit ot every

remote control pulse.

Grenzdoten bei
mox. rotings ot

lnformotionsdoten
üo : 0..'+70'C chorocteristics

bei
ot 8t:25 oC, 

-Us1 :25.'.28 V, Us :0 V

Usr
Ur

-lr
-to
0o
0rrg

: -31 ... +0,3 V
: -25... +0,3 V
: 0,5 1t'A
:2 mA
: 0 ... +70 "C
: -40. . . +70 "C

-Urn
-Urr-
-lso
trs l

2v
9V
1mA

10 rs2)

-Uon( 1 V bei

-Uox( 2V ot
TK

tp :60.'.200 1t's2)

Rr- :
t. 

-
^q_

100 kt2
1mA

10. .. s0 "c

dorf über einen Widerstqnd
gelegt werden.
Fernsteueri m puls

Uis' - /Uorr
T* : z.t;

Rs : 22 M.fJ on Us1 r)

2)

3)

moy be connected to Us1 obout o resistonce Rs : 22 MJ2.

remote control Pulse
Us' - /UouTK:-f2)

3)

Weitere Fernsehscholtkreise

Other television circuits

Tvp Besch rei bung Description

A 230 D RGB-Motrix mit Dunkeltostscholtung zur direkten

Ansteuerung der Videoendstufe in Forbfernseh'

empföngern

RGB motrix with blonking circuit for direct control of

video output stoge in colour television receivers

A 270 D Video- und Leuchtdichtesignolverstörker für Schworz-

Weiß- und Forbfernsehempfönger. Die integrierte
Scholtung enthölt folgende Funktionseinheiten :

- gleichsponnungsgesteuerte Kontrost- und

Helligkeitseinstellung

- Strohlstrombegrenzung

- Möglichkeit zum Anschluß einer Verzögerungs-
leitung mit beliebiger lmPedonz

Video ond luminous derrsity omplifier tor monochrome

ond colour television receivers. The circuit contoit-ts

the followed functionol stoges:

- d.c. voltoge reguloted brightness control ond

controst control

- beom current limiting

- possibility for connexiotr of o rondom impedorrce

deloy line

A 295 D Secom-Dekoder für Forbfernsehempfönger. Die

Scholtung enthölt folgende Furrktionseinheiten :

- Verstörker für dos direkte und dos verzögerte

Signol

- Secom-Kreuzscholter mit Flipflop

- regelbore Begrenzer für beide Differenzsignole

- Forbobscholter

- Forbouftostscholtung

- Forboustostscholtung

Secom decoder for colour television receivers. The circuit

contoins the followed furrctionol stoges:

- omplifier for the direct ond for the deloy signol

- Secom cross-switching with flip-flop

- controlled limiters for both colour difference sigrrols

- colour killer

- colour gote circuit

- colour blonking circuit



Integrierte Scholtkreise lntegroted circuits

.t[ fl. 'xä)i-'t lc It
ö

RückJL

ftqn - lH
tmPu(s

Blockschallbild A 295 D

ct a2 e3 c+ UE c5 c6 a6Z a6t a52

Btockschalibild U700D

UTOOD

ATLT
5@nal'
eägang1"

".*-o.f'""** l:.

-t

Btockschattbild A 270D

mn
T@teingöry

Ao0 A2At

A23OD
A27OD
4295D

u70 A1 f5
) on aß oA oZZ UE att aa2 alt ot2 o51

t675lt131271709

22 27 20 19 7o 17 16 15 I| E 12

123+56789Nt11

23



Tronsistoren Tronsistors

Si-npn - N F-Tronsistoren

n-p-n AF 5i-tronsistors

Tvp Grenzdoten bei
mox. rotings ol

lrrformotionsdoien bei
8o : 25'C electricol fhorocteristics ot do : 25 oC

bei
ot
Ucs
V

lcso

Rs

kQ pA

bei
ot
Uce lc f
V mA kHzdB

bei fr
ot
Uce lc
V mA MHzmA

Ptot Ucso Ucro Ureo lc

mW

sc 206

sc 207

sc 236

sc 237

5C 238
y sc 23e

20

20

JU

EN

30
30

2 2s0
2250(A6
22s0<86
2250<46

200 20 15 5

200 20 15 5

200 30 20 5

200 50 45 6

200 30 20 5
200 30 20 5

100 18 . . .1120 6

100 28 . . .1120 6

100 56 ...s60 6

100 56 , . .560 6

100 56 . . .1120 6

100 112. . .1120 6

2 >300
2 >300 <8

.-0,1

0,s <0,1

<0,1
0,2 1 2 <0,1
o,2 't 2 <0,1
0,2 0,03,,.15 2 <0,1

Si-npn -H F-Tronsistoren

n-p-n RF Si-tronsistors

Grenzdoten bei
mox. rotings ot r9o : 25"C

lnformotionsdoten bei
electricol chorocteristics ot 8" : 25oC

bei
ot
lc lg

Ptot Ucao Uceo Ueeo lc

Ucrt*

Itrr e

hzr"*

bei
ot
Uce lc

VmAMHzV

fr UcE.o, F bei lceo bei
ot ot
lc f Ucg

kHz

mA mA dB mA MHz* pA VmW

sF 121

sF 122
sF 123

sF 126

sF 127

SF 128

sF 129

sF 131

sF 132

SF 136

sF 137

sF 1s0

SF 215

sF 216

sF 22s
sF 23s
sF 240
sF 245

20*1) 5

33*r) 5

66*1) 5

18 . . .1120
18 . . .1120
18...1120

18 . . .1120
18 . . .1120
18 . . .1120
18...560

18 . . .1',t20
18 . . .1120

18 . . .1120
't8 . . .'t120

28 . . .140

28...560*
28...560*

)ao
>28
30. . . 150

>38

600

600

600

600

600

600

600

20

66

33207
66307
100 60 7
120 80 7

10

10

300 20 12 s
300 40 15 5

300 20 12 5

300 40 20 5

<1 50 s 5,s 0,5 1 <1 20

<1 s0 5 5,s 0,s 1 <1 33

<1 s0 s s,s 0,5 1 <1 66

2 s0 >60
2 50 >60
2 s0 >60

2 50 >60
2 s0 >60
2 50 >60
2 s0 >60

170,2 1

1 6 0,2 50"

1 7,8 0,2 1

1 6,8 0,2 1

6

a(
R5

1,7 1

t\ 1

54

32

6 2 >100
6 2 >100

10 1 430

10 1 500

10 4 440

10 7 800

20 15 5

40205
40254
40254
40304
40254

680

200

200

200

200
160

200

100

100

100

500

500

s00
500

50

50

200
200

50

100

100

25

25

25

25

1 10 >200 <0,5
1 10 >200 <0,s

<0,5 150 15 4,s 0,2

<0,5 150 15 4,5 0,2

<0,5 150 15 4,5 0,2

<0,5 150 1s

<0,1 33

<0,1 66

<0,1 100

<0,06 100

<0,1 20

<0,1 40

<0,1 20

<0,1 40

<0,1 140

100* <0,1 20

100* <0,1 20

200 <0,5 40

100* <0,5 40

36' <0,5 40

200' <0,5 40

160 160*2) 5

r 0 >300 <0,3 10

10 >300 <0,3 10

10 5 >80 (S

zc

z)Rsg:1kOr)Rer:10,f)



Tronsistoren Tronsistors

Si - n pn - Sch o lttro nsi storen

n-p-n Si-switching trqnsistors

Tvp Grenzdoten bei 
rgo : 25 0c

mox. roüngs or
Informotionsdoten bei
electricol chorocteristics ot ü. :25"C

Prot Ucgo Uceo UEao lc hzrr

mW

lcao bei

Ucg

I'A V

bei
ot
lc

mAns

bei ton

ot
lc lg

mA mA ns

tc
mAV

bei
ot
Ucr

UcEro,

IJ

20

15

20

ZU

20

50

10

10

10

10

10

10

500

1 <40
1 <40
1 <40

5ZZ
3 <3s
3 <35

10

10

10

30
?n

?n

500

ss 106

ss 108

55 109

ss 216

ss 218

ss 219

ssY 20

18. . . 560

18. . . 560

18.. ,280

18...280
18. . . 280

18...280

8. . . 140

<0,s
<05
<o;s

<0,45
<0,4s
<0,45

{t s0 <s0

<7s
<75
<75

280

<60
/an

<100

<0,0s
<0,0s
<0,05

<0,1
<0,1
<0,1

<0,2

110
1 10

1 10

0,5 30

0,5 30

0,5 30

200

200
200

100

100

100

600

300 25 15 5

300 40 15 5

300 20 1s s

200 20 1s 5

200 20 15 5

200 20 15 5

I,J

Si-npn-Speziqltronsistoren zur Ansteuerung von Ziffernonzeigeröhren

n-p-n Si-speciol tronsistors for driving numericol disploy tubes

Ttlp Grenzdoten bei
mox. rotings ot

lnformotionsdoten bei

eleciricol chorocteristics ot^q 
- 

aEoaud 
- 

aJ v
Jl 

- 
rRca

bei lcev bei

ot ot
lc le Uce

mA mA g.A V

hue bei

^l

Ucr

V

Ptor

mW

Ucso

lc

mA

UcE,otUcev bei
ot
-Uar

VV

Usso

V

0,31 <1 70

0,31 <1 100

0,31 <1 120

<3 '10

<3 10

<3 10

5 30 >32
5 30 >32
5 30 >32

3 10

J IU

3 10

70701
100 100 1

120 120 l

ss 200 1s0

ss 201 rso
ss 202 1s0

t8c
/-.\-J
[o ol \"r-l

L-t--:i

r-T;TI tk)-lJ-----J- Ilrmlililil 1

ilililRl
ililLl

sF121,..sF123
sF 126. . . sF 128

SF 150

ssY 20

sF 131, sF 132

sF 136, sF 137

ss 106,.. ss 109

EBC

sc 206, 5c 207,

sc 236, sc237,
sc 238, sc 239,

sF 21s, sF 216,

sF 23s,

ss 200. . , ss 202

ss 216... ss 219

sF 225

5F 240, SF 245

8EC
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Tronsistoren Trqnsistors

Si - MOS- Feldeffekttronsistoren (n - Konol -Verormungstyp)

Si MOS field-effect trqnsistors (n-chqnnel deleption-type)

Tvp Grenzdoten bei -q _"" - 25"cmox. roltngs or
lrrformotionsdoten bei

electricol chorocteristics ot r9" : 25 "C

P,o,

mW

Uos bei
clt

-Ucs

Uoc

mA

ID

mA

Yzr

mS

bei
ot
Uos

bei
ot
lo

pA

-UrUcs ID

I!)

r0 >1
10 >1

A

A

32 15

30 15

<.12
<8

3...12
1,5...6,5

>1,s
>1,0

-1sl+s
-1sl+s

sM 103 150 20 12

sM 104 150 20 10

Si -MOS-Feldeffekttronsistoren (p- Konol-Anreicherungstyp)

Si MOS field-effect tronsistors (p-chonnel enhoncement-type)

Tvp Grenzdoterr bei
n 

- 
aLoa

mox. rotings of uo * 4J L
lrrformotionsdoterr bei
electricol chorocteristics ot ua -- tJ I

Ptot Uos
Uoe

mW

-lo

- IDR

mA

Ucs
Ucs

Uoc Uss -lD

mA

Yzr bei -Ur bei Cs.,
ot ot
-Uos _lo

rnSVVprApF

20

60

120*

z3

225

240
300

SMY
SMY
SMY

EN

q1 l\

3Z

TJI

'.'-rJl

'".l-Jl

I"1

3...6
3...6
?Ä

3...6

-31l+0,3 -31l+0,3
-31l+0,3 -31l+0,3
-31l+0,3 -31l+0,3

-15l+0,3
0

-15l+0,3

0

l0 <]2 150

10 <12 150

10 <38 35

10 3,6 10

10 3,6 10

50 12,5 10

u 10s D2) 400 -31l+0,3 -31l+0,3
15010->3 <12

t) Doppeltronsistor
:) 6-{och-Tronsistor (MOS-Scholtkreis)

qDl
SMY 51

t) duol tronsistor
2) six-tronsistor MOS circuit

Q

c

o
nu

SM 103
SM 104
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Tronsistoren Tronsistors

Ge-pnp- H F-Trqnsistoren
p-n-p HF Ge-trqnsistors

Tvp Grenzdoten bei d" : 25'Cmox. roüngs or
lnformotionsdoten bei

electricol chorocteristics ot 8" : 25"C

Ptot -Ucgo -Ucto -Ueao lc hzre

mWV

bei
ot
-Uce -lc
VmA

bei
ot
-Uce -lc
VmA

fr -lceo bei
ot

f -Ucs

MHz pA V

800 <8 20

800 <8 20z

I,J
2

12

10

12

10

>e
>11,5

600 <e
650 <6

10...30
10. . . 5C

60 20 15 0,3 10

60 20 15 0,3 10

GF 145

GF 147

Ge-pnp- Leistungstron sistoren

p-n-p Ge-power tronsistors

Ivp Grenzdoten bei
ü" : 25"Cmox. rorngs or

Informotionsdoten bei

electricof chorocteristics ot Üo: zJ-v

P,o, .Uceo -Ucer -Ueeo 'lc hztr

ps

bei
OI

Rge

a

bei
ot
-Ucr

V

fr

-lc

A kHz

-Uce"ur bei
ot
-lc -la

VAA

-lcrs bei
ot
-Ucr

mAV

GD 160 s,3 t) 20

GD 170 5,3 ') 33

GD 175 5,3 ') 50

GD 180 5,3 r) 66

GD 240 1o t) 30

GD 241 10 t) 40

GD 242 10 r) 50

GD 243 10 r) 65

GD244 101) 75

3 18...56
3 18. . .90
3 18. . .90
3 18...90

3 18...140
3 18.,. 140

3 18...140
3 18.,,90
3 18. . .90

1,5 >180
1,s >180
1,s >180
1,s >180

2 >2s0
2 >250
2 >2s0
2 >250
2 >2s0

18 50 10

30 50 10

48 50 10

60 50 10

25 50 10

35 50 20
48 50 20

60 50 20
70 s0 20

<0,6
<0,6
<0,6
<0,6

<0,6
<0,6
<0,6
<0,6
<0,6

? nq
J U,f,

3 0,5

<1,s
<1
<1
<1

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,s

3 0,5

3 0,5

3 0,5
? NR

3 0,s

<30
<40
<44
<32

<16
<22
<24
<34

20

33

48

60

?n

40

50

65

75

q
.T-rc.\iil (o o)b
Y---l-g/

b

GF 145
aF 147

oD 160 .., GD 180

t) r?6 : 25 'C

aD 240 ... GD 244
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Dioden Diodes

Si-Schsltdioden

5i-switching diodes

Tvp Grenzdoten bei
mox. rotings ot o" : 25oC

Informotionsdoten bei
electricol chorocteristics ot üo : 25 oC

Ptot Un Urn
Unmt

V

lrn
lr m*

mA

trbei
OI

Un

V

ks bei In

ot
lr
mA pA

sAY 12 430 50

sAY 16 430 30

sAY 17 300 50

sAY 18 300 25

sAY 20 300 15

sAY 30 150 25

sAY 32 150 25

sAY 40 1s0 15

sAY 42 1s0 1s

sA 403 100 25

sA 4r5 120 50

sA 418 120 80

2000 200
2000 200

2000 1 15

2000 75

2000 50

150

250
100

1s0

150

<4 t) <4 2)

<4 1) <4 2)

<3 r) 1Z r)

<4 1) <2 2)

<4 1) <4 2)

<B ) <6s ')

<8 3) <65 ,)
<8 1 <10 ')

<8 3) (rO z1

<8 3) <6s z)

60

20

30-

30-
20'

20-

11q

115

30

50

20

30
30

100

100

(n

30

50

60

25

15
)n
25

25
1q

15

25

50

80

600

600

350

225

150

60*

1 00r
40*

60t
60-

300

300
<1 200 <0,1
<1 200 <0,1

-./ \
\J

<1 100 <0,1
<5

<1

<1

30 <0,07
<s

10 <0,05
<s

<0,81 3 <0,04
>0,5 0,1

<1 1s <0,04
<0,84 3 <0,06
)o,s o, j
(r 10 <0,06
<0,81 3 <0,04
>0,s 0,1

<1,2 100 <0,5
<1,2 100 <0,5

r) Un : O V, f : 1 MHz, Uil : 50 mV
3)U*:OV,f:0,5MHz

5i-Mehrfqchdioden
Si-diode orroys

2) beim Scholten von lr
ot switching from lr

:l0mAoufUn:6V
:10mAtoUn:6V

Tvp Grenzdoten bei
O" : 25"Cmox. ronnos ot

Informotionsdoten bei
electricol chorocteristics ot 8o :25oC

Prot Un

mWV
Unrl lr .
VmA

lnrr

mA

Ur Ur

V

t

ns

I

mm

Ctot

pF

lr In,

mA nA

4,2

10,1

15,1

9e
1',t,5

14

16,5

9

1 1,5

14

16,5

<60 1s <6 1) (to z1

<8 1) <10 2)

<8 1) <10 2)

<1,7

<0,84

>0,5

<0,84

>0,s

15 20 20

15 20

15 20

sAL 41 150

sAL 43 200
sAL 45 300

sAM 42 1s0

sAM 43 200

sAM 44 250
sAM 4s 300

sAM 62 150

sAM 63 200

sAM 64 250

sAM 6s 300

./An 1q

n1
402015

./A 15

0,1

401(

t)Un:OV,f:500kHz 2) beim Scholten von h :10 mA ouf Un:6 V
gemessen bei in, : 1 mA

2) ot switching from lr : 10 mA to Un : 6 V
meosured ot in : 1 mA
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Dioden Diodes

Si-Scholterdioden

Si-switching diodes

Tvp Grenzdoten bei
mox. rotings ot

lnformotionsdoten ber

electricol chorocteristics ot0" : 25oC

P,ot

mW

Un bei
ot
lr
mA

bei

lr
mA

f
MHz

bei

Un

Ur

pFnAmA

bei lr

LJn

VQ

<120 .'1 t 100 <100 10 30...300 <3,1 10sA 412 120

Kdtode

f'-l

sA 403, sA 412
sA 418, sA 418/1

Forbpunkt
Kotode:
SA 403 rot
SA 412 gelb
SA 418 grün

colour point
cothode:
SA 403 red
SA 412 yellow
SA 418 green

sAY 30 ... sAY 42 sAY 1212, 16L2 ... 20L2 sAY 128, 168 ... 208

@@@@@@

SAL 43, SAL 45,
sAM 42 ... 45
sAM 62 ... 65

lötbor
solderoble

SAL 41

o@@@@@
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Dioden Diodes

Si -Gleichrichterdioden

Si-rectifier diodes

bei
ot

Tvp Kenndoten
cho rocteristics &" : 25"C

Un Unn lr

A

lrr

AV

0*,

V

IIF

A mA

Urlrn

A

Rtnj"

Rt j"*
grd,/w

sY 170/1
sY 170/2

sY 171/1
sY 171/2

sY 180/1
sY 180/2
sY 180/4
sY 180/6

sY 180/8
sY 180/10
sY 180/12
sY 180/14

sY 200

sY 201

sY 202
sY 203

sY 204

sY 205

SY 206

sY 207
sY 208
sY 210

sY 250/0,5
sY 2s0/1
sY 250/2
sY 2s0l3
sY 250/4
sY 250/5
sY 2s0/6
sY 2s0l8
sY 250110

sY 320/0,7s
sY 320/1
sY 320/2
sY 320/3
sY 320/4

sY 320/5
sY 320/6
sY 320/7
sY 32018
sY 320/10

100

200

100

200

70

140

280
420

560
700
840
980

75
100

200
300
400

500
600
700
800

1 000

50
100

200
300
400
500
600

800

1 000

75

100

200
300
400

JUU

600
700
800

1000

100

200
400
600

800

1 000

1200
1 400

100

130

260
390
520

650
780
910
1040

1 300

90
180

360
540

720
900

1 100

1 400

1 700

100

130

260
390

520

650
780
910

1 040
1 300

100

200
400
600

800

1000

1200
1 400

110

150

300

450

600

750
900
1 050
1200
1 500

90

180

360
R'N

720
900
1 100

1 400

1 700

110

150

300

450

600

750
900

1 050
1200
1 500

0,95

0,953)

0,85"r)

<8
<6

<8
<6

/E

<0,15

<0,1s

<1,2-

<1,1'

<5,92)

<100

<o,17

<1003)

<115'r)

<11003925

47

250

250 <1,3

<1,2

2000 <0,s7

<1,23,1

1)

2)

3)

4)

bei R-Lost
mit Kühlkörper K 10

volle Lönge
Anschlußdröhte ouf 10 mm gekürzt

1) with resistive lood
2) with heot sink K 10
3) with oll length
a) wires shorted to 10 mm
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Dioden Diodes

Si-Avelonche-Dioden

Si-ovelonche diodes

Tvp Kenndoten bei
. Do : ZJ-L

choroctensilcs oI

Rthlc

grd/W
Pas In,

WmA
?,
A

;
A

i;
A

lrr't
A

0** Ulan)
VV

Ur

sY 183/64
SY 1BO/84

sY 180/104
SY 1BO/124

SY 1BOi14A

420

560

700
840

980

600

800

1 000

1200
1 400

>800
>1100
>1400
>1600
-' 1 800

6000 ./q <1,1

Si - Freif lö chen g leich richter

Silicon free-oreo rectifiers

Scho ltu ng
circr.rit

Kenndoten bei
chorocteristics ot 8": -40...+45'C

Kühlplottenzohl Meclron. Kenncjoten
number of mechonicol doto
cooling ploies

n

Uer.r I rr.r

A

M

DB

JU

60

90

120

25

50

100
1Cn

25

50

100

150

70
't40

200

1

2

4

6

z
4

8

12

6

t1
18

Plottengröße:
plote size:
100 X 220 mm

Boulönge:
length:
1 -- (n-1) i7,3f45 mm

Bolzenzohl:2
stud number: 2

Bolzendurchmesser: 8 mm

stud diometer: 8 mm

sY 170/1
sY 170/2
sY 171/1
sY 171/2

sY 200.,. sY 210

Forbilng
colour ting

SY 320 SY 170
SY 171

SY
SY

180
180 A

\3
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Dioden Diodes

Si-Z-Dioden
Si-Z diodes

Tvp Kenndoten bei
chorocteristics ot 8" : 25"C

bei
ot
lr
pA

Unbei
ot
Ie

mA

Urber

ot
lz
mA

(zUzlz

mA

Ptot TKuz

l0-alJrd

SZX

SZX

szx
szx
SZX

SZX

szx
SZX

szx
szx
SZX

szx
szx
szx
szx
szx
SZX

szx 1811

szx 18/s,6
szx 18/6,8
szx 18/8,2

szx 18/'t0 250

szx 18/12
szx 18.1s
szx 18/18

szx 18/22

19/5,'l
19/5,6

19/6,2
19/6,8
19/7,5
19/8,2
19/9,1

19/'t0

19/1',1

19/12

19/13
19115

19/16

19/18
19/20
19t22
19/24

szx 21/1

szx 21/5,1

szx 21/5,6
szx 21/6,2
szx 21/6,8
szx 21t7,5
szx 21/8,2
szx 21/9,1

szx 21/10

szx 21/11

szx 21/12
szx 21/13
szx 21/15
szx 21/16
szx 21/18
szx 21/20
szx 21/22
szx 21124

0,65.,.0,8s
5,0 ...6,3
6,0 ...7,5
7,3 . . .9,2
8,8 .,,11,0
10,7 . . .13,4
13,0...16,5
16,0 . . .20,0
19,6 . . .24,4

4,8 ...5,4
5,2 . . .6,0
5,8 . . .6,6
6,4 ...7,2
7,0 ...7,9
7,7 . . .8,7
8,5 ...9,6
9,4 . . .10,6

10,4...'.t1,6
11,4 . . .12,8
12,5 . . .14,0
13,8...15,5
15,3.,,17,0
16,8...19,0
18,8 . . .2't,0
20,8 . . .23,0
22,8 . . .25,6

0,73...0,83
4,8 ...5,4
5,2 . . .6,0
5,8 ...6,6
6,4 ...7,2
7,0 ...7,9
7,7 . . .8,7
8,5 ,..9,6
9,4 . . .10,6

10,4...11,6
11,4...12,8
12,6 . . .14,0
13,8...15,5
15,3...17,0
16,8...19,0
18,8...21,0
20,8...23,0
22,8 . . .25,6

-26...-23+3 .+s
-1 . .+7
+2...+7
+s ...+8
+6 ...+e
+7 ...+e
+8 ...+e,s
+8 ...+10

-5 .., +3

-3 .,, +s
-2 .,. +6
-1 ...+7
+2 ...+7
+3 ,..+7
+4 ... +8
t5 ... tö,5

+s,5.., +e
+6 ,..+e
+7 ...+e
+7 ...+e,5
+8 ...+e,s
+8 ...+e,5
+8 ...+10
+8 ,.. +10
+8 ...+10

-18,..-22-5 ... +3

-2 ,.. +s
-1 ... +6
+o ...+7
+2...+7
+3 ...+7
+4 ...+8
+s ...+8

+s ...+8
+6 ...+e
+6,s, . . +e
+7 ...+e
+7 ...+e
+7 ,..+e
+7 .,. +e
+7 ,.,+e
+7,s. . . +e,s

250

<8
<6s
<10
(a
<17
<30
<40
<ss
<e0

<75
<60
<35
<8
<7
<7
<10
<1s

<8
<60
<40
<10
<8s
<7
<7
<10
<15

<20
<20
<25
<30
<40 5

<s5
<5s
<5s
<80

200

43
40

37
34

31

27

25
23

21

19

17

16

14

12,5

1 1,5

10,5

9

<20
<20
<30
<35
<40
<s0
<80
<80
<80

<0,85

<0,8s

<0,8s

>1
>2
>3,s
>s
>7
>10
>10
>12

>1
>1
>1
>2
>2
>3,s
>3,s
>5

)s
>7
>7
>10
>10
>10
>10
>12
>12

>1
>1
>2
>2
>3,5
>3,s
>s

>s
>7
\7

>10
>10
>10
>10
>12
>12

(t
250

4oo r)

<1
250
400 r)

r) g.: 25"c



DiodesDioden

Si -Leistungs-Z-Dioden

Si-power-Z-diodes

Tvp Kenndoten bei

chorocteristics ot
8" : 25"C

a

Uz

mA

lz2)lzPtot

W mA mA

bei

lz

mA

Rth 1c

Rth 1o

IKu z

|1J'/grd grdAV

sz 600/0]5 t)

sz 600/5,1

sz 600/s,6
sz 600/6,2
sz 600/6,8
sz 600/7,s
s7 600/8,2

5Z 600/9,'l
sz 600/10
sz 600/11

sz 600/12

sz 600/13
sz 600/1s

sz 600/16
sz 600/18
sz 600/20

s7 600/22

0,65...0,85
4,8 . . .5,4
5,2 . . .6,0
5,8 ...6,6
6,4 . . .7,2
7,O . . .7,9
7,7 . . .8,7

8,5 ...9,6
9,4 . . .10,6
10,4...11,6
11,4 . . .12,7
12,4 . . .14,1

13,8...15,6

15,3,..17,'.1
16,8...19,',1
18,8...21 ,2

20,8...23,3

I
R :ll

1 000

180
't65

150

t5J
125
115

1n<

95

85

80
70
65

60

55

50

3000

1 450

1 330

1210
1 100

1010

910

830

750

690
Ä?n

570

500

470

420

380
?EN

100

100

100

100

100

100

100

50

5U

50

50

50

50

25
t\
25
25

:,'

+4
+5
+6
+6
+7
l1'1't

-Tt

tt

t1-rt
-LR

+8

<8
<100*

z

1

1

1

1

1

z
z

6

6

6

rl
,)

in Flußrichtung gePolte Diode

forword-biosed diode

2)8":25'C
Si-Referenzelemente

Si-reference diodes

Tvp Kenndoten bei
chorocteristics ot &" : 25"C

Zlz

p,Aa

UzPtot

mA

TKuz

10-5/grd

AUz

mV

bei
ot
Oo

"c

bei
ot
A8

grdmWV

szY 20

szY 21

szY 22

szY 23

100 8,4 + 0,4 <25
<10
<s
<2
<1

<6,6
<3,3
<13,2
<6,6

<32
0...7s <16

<6'4
<-J' z

<250

lötbar

,---Tq__j1_:i
| 12.5 |

SZX 18, sZX 19 szx 21 SZ 600 szY 20 ...23
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Dioden Diodes

Si-Kopozitötsdioden

5i-copocitonce voriotion' diodes

Tvp Kenndoten bei
chorocteristics ot r9o : 25oC

C"

pF

bei

Un

V

IR

1t,A

Ls

nH

bei
ot
Un

pF

UnPtot fo

GHzmW

sAz 12

5AZ 13

1q >10
>20

300
300

18

l8
6

6
0,4

v,4
<10
<10

18

18

Si-Voroktordioden

Si-vqroctor diodes

Tvp Kenndoten bei
chorocteristics o, do : 25 oC

Prn 0"" lr Ulan) C.

pF

bei
ot
Un

VGHzpF

bei
ot
In

p,AmAW

fa bei L' ts

OI

Un

VnHns

Rthic

grd/W

sAz 54

sAz 61

sAz 71

6
1E

1

10

10

100

10

10

90
60
?n

>90
>60
>30

4,0...8,0
0,5,..1,0
0,3 . . .0,5

>20
>100
>1s0

6

6

6

6

6
<2 >12
<1,s >3
<1,s

0,6 <10
0,45 <100
0,45 <200

Farbpunkt (Katode)

ohne Adapterkape
wi(houl a&fercap

sAz 12, sAZ 13

nit
Adapter-
kappe
wih
adapler cap

34
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Thyristoren Thyristors

5i-Thyristoren

Si-thyristors

Tvp Kenndoten bei _o _ ^F ^^, ud : zJ-u
choroctensflcs ot

ps grd/W

Rt'1"rsl

tr.s

In

lo

nf rA

Urlerlrn UerUn 0"* 0** 0*"
Uo 0o* 0o* 0o,
VVVV mAV

;

A mA

sT 103/1

sT 103/2
sT 1O3/ß

sT 103/4 .

5T i03/5
sT 103/6

sT 108/0,5
sT 108/1

sT 108/2
sT 108/3
sT 108/4
sT 108/s
sT 108/6

sT 111/1

sI 111 /2
sr 111/4

sF 111/6

sT 111/8
sT 111110

sT 111/12

sT 121/l
sI 121/2

sI 121/4
sr 121/6
sT 121/8

sT 121/10
sI 121/12

100 |00
200 200
400 400

600 600

800 800

1000 1000

1200 1200

100 100

200 200
400 400

600 600

800 800

1000 1000

1200 1200

100

200
?nn

400

500

600

3s 50 50

70 100 100

140 200 200

210 300 300

280 400 400

350 500 500

400 600 600

70 70

140 140

280 280

420 420

560 560

700 700
840 840

70 70
140 '.140

280 280
420 420

560 560

700 700
840 840

1q (s <20 <.20 <1,8']) <10 <100 <6

<3 <100 <8C <2 <51)

<3 <100 <80 <23) <s1) 60 <1,3

<3 <1oO <-80 <2:t) <:5r) 60 < 1,0

<3

14513

23 235

t\

3)

bei Onn hr*. Oon
bei lr:10A
bei lr:60,A

1) ot Unn or Uon
2) otlr:104
3) otlr:604

Stuuanschtuß
Katod.e Cyt6\r-7--T

il ff-T_l
@s1l
I a12.8 lAnode

KühI-
fshna

cooltq
tab

sT 111
5T 121

ST 103 sT 108

?c



Optoelektronik Opto-electronics

Schnelle implontierte Si-Photodioden
lmplonted high speed Si-photodiodes

Typ Grenzdoten bei Informotionsdoten bei
mox. rotings o, rlo : 25 oC 

electricol chorocieristics ot ü" : 25'C

P,ot Y^ In ln 1) In 2) Ctot bei S bei lp t. A
ot ot
UrL

mW V mA nA pA pF V A/W nm nm ns mm2

5P 101 10 25 1 <500 >15 <30 20 >0,1s 500 820 10 3,6

>0,3 820

>0,25 e00

sP 102 30 25 1 <10 >1,s <4 20 >0,15 500 820 2 0,25

>0,3 820

>0,25 900

sP 103 10 25 1 <50 >s <10 10 >0,15 400 9oo 1,2

>0,4 900

>0,1 1100

t)bei E:0 t)otE:g
2) bei E: 1000 lx und einer Forbtempe- 2) ot E == 1000 lx ond o colour temperoture

rotur der Strohlungsquelle von 2850 K of the emission source of 2950 K

Si-Phototronsistoren

Silicon phototronsistors

Typ Kenndoten 5ei
chorocteristics of Üd: zJ-v

Ptot Uce lc l) lc 2)

mWVnAmA

Lp tr tr bei Ucc Rr
ot
tc

nm &s ps mA V kll

sP 201

SP 201 A

sP 201 c
sP 201 D

sP 201 B 50 32 <100 2,7 . . .5,7 780 5 5 0,25 ls 1

>0,2s
1,2.,.3,3

4,7 . . .8,4
>7

1)bei E:0undUce:15V
2) bei E:1000 lx und Uce:5 V

1)otE:0ondUce:15V
2) ot E:1000 lx ond Uce :5 V

Optoelektron isdre Koppler

Opto -electronic couplers

Typ Grenzdoten bei - Informotionsdqten bei
mox. rotings ot 8o : 25oC electricol chorocteristics ]i 8o : 25oC

Uio Ur Ir G* Uce lc Rio Cio bei Ur bei lc l) lc 2) ton3) torr3)

ot ot' Uio l"
kVVmAmAVmAIApFkVVmApApA1zsps

MB 101 +5 2 50 100 -5..,+15 s 1 0,3s 1 <1,e 35 <o,s >2s0 8,s 5,4

1)bei le:0urrdUce:5V 1)otlr:0ondUce:5V
2) bei lr : 35 mA und Uce : 5 V 2) otlr : 35 mA ond Uce : 5 V
3) bei lc:0,25 mA, Ucc:15V, RL:1kJ? 3) ot lc:0,25 mA, Ucc:15V, RL:1kg



Optoelektronik Opto.electronics

Anode Anode

@

Kotode an cahode on
Gehöuse cose

sP 101, sP 103

Katode an cuthode on
Gehäuse cose

SP 102

SP 201

MB 101

37



Optoelektronik Opto-electronics
GoAs-lnfrorot-Lumineszenzdioden

GoAs-infrored-emitting diodes

Typ Grenzdoten bei
mox. rotings of do : 25 oC Informoiionsdoten bei

electricol chorocteristics ot t7q : 25 oC

Ptot Un

0",

mWV

lt* bei trp

otr
le

mA nm

al l"

nm pWlsr

bei

ot

lF
mAns

bei

lr
mA

Ue (r

mA

VQ 110 A
VQ 110 B
vQ 110 c
va 13s1)

7E

1 oo2)

50 940 60

200 920 50

2 50 100

3* 200 320

<1,s

<1,5

>200
>800
>1800
>50

<500 <s00
50
5r)

50

200

r) olle Angoben bei 8" : a5 "C
2) Rth;. in grd/W

1) oll doto ot d. : 45 oC

2) Rtn;c in grdlW

Tvp Kenndoten bei
chorocteristics ot do : 25oC

Forbe

colour

tt:

h

A1 L

nm osb

1p

nm

Un lr Ue

VmAV

VQA 12 20 <1,8 rot
red

650...670 >1000 104

GoAsP-Lum ineszenzonzeigetcbleous
GoAsP-light-emitring disploys

Tvp Kenndoten bei
chorocteristics o, rlo : 25 oC

Ptot lr1) Gnlt Ur Un bei
at
lr
mA

AXbei Xp

ot
In

mA nmmAmA

bei
AL

le

mA osb

Anzeige-
ort

d isploy
typ

Stellen- Ansteue-
zohl rung

number drive
of digits

vQB 71 410
VQB 71lA3)
vQB 73 22A

100 <4') 10

<2r) 10

100 <4 10

<.40 1000

<40 1000

7 Segment

I, -,o/o

>6 100 660

>6 100 660

IJ

tf,

10

10 7

1) je Segment
2) Dezimolpunkt
3) Ausführung mit erhöhter

Schwing- und Stoßfestigkeit

1) ony segment
2) decimol point
3) typ with higher resistonce

to shock ond to vibrotion
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Optoelektronik Opto-electron ics

ffnffi

lil

il

vo 110 VQ 135

VQB 73 VQA 12



Selengleichrichter Selenium rectifiers

Plottensortiment für Selen-Freiflöchengleichridrter
Assortment of disks for Selenium free-oreo rectifiers

Plottentype Elektr. Kennwerte
disk type electricol doto

Mechonische Kennwerte
mechonicol doto

UaN lo'r2) lcH2)

X-Type Y-Type
VAA

de

St. mmSt.

A

cmz

'16,6 >/, 16,6

20 x25
)q v??

ZJXJJ
33 x50

50 x50
50 x83
71 x loo
100 x 100

100 x 200
'100 >( 300

100 x 400

100 )( 500
200 x 300

20

25

301)

0,13
0,30
0,50

1,0

't,6

3,0

5,0

6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

0,08)
0,189

0,301)

0,80t)

1,3t)
2,5r)
4,2

5,0

10,0

15,0

30,o

5

5

1

1

'l

1

1

1

1

'l

1

2

J

6

JI

28

28

2B

z4

40

30

30

z4
24

24

z4

24

8
A

8

I

I

I

2,5 1"4

3,4 2,7

5,5 4,9
3,4 4,9

5,5 11,6

5,5 16,7

7 32,1
't2 57,0

12 81,5
15 163

15 244

15 326
15 408

18 506

1) Lieferung noch Vereinborung

2) E-Scholtung; für M- und B-Schol-
tung x 2, für DB-Scholtunq x 3

1) ovoiloble on ogreement

2) one woy circuit; ot 2-woy
configurotions x 2, ot
3-phose bridge circuit x 3

Selenblockgleichrichter im Metollgehöuse
Selenium rectifier blocks in metol cosing

Tvp Kenndoten bei
chorocteristics ot rlo : -40. . . +40.C

Gehöuse-
obmessungen
cose size

UrN lcr.r

Am mm
I

I

NI

I-8250C90
B 250 C 135

2s0
250

90

135
10x15
12x 17

x32
x37

selenblockgleicJrrichter im Ptostgehöuse für gedruckte scholtungen
selenium rectifier blocks in plostic cosing for printed circuits

Typ Kenndoten bei
chorocteristics ot ü" : -40. . . +40.C

Gehöuse-
obmessungen
cose size

Uar.r

V
lcH

mA

E

E

M
M

V
V

B

B

500 c 15

625 C 15

500 c 30
625 C 30

2s0 C 15

300 c 15

250 C 30
300 c 30

500

625

500

625

250
300

250
300

15

30
?n

15

15

?n

30

10x10x23
10x10x23
10X10x23
10x10x23
10X10x23
10x10x23
10x10x23
10x10x23

o h I a r itättke n n z e ic h n u n g
polarit y h dentif i c at i o n

40



Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenkleinstgleichrichter für gedruckte Scholtungen

Seleniucn subminiqture rectifiers for printed circuits

Typ Kenndoten bei ^o ^^ 
Gehöuse-

.noräi,r,,.r-oa 0" : -40 ' +40 "c obmessungen

lcN
mA

UeN cose Slze

mm

E 20 c60
E 25 C60
E s0 c80
E 60 C70
E 7s C70
E 100c40
E 125C40

E20 C60
E25 c60
M20 C120
M2s C120v 10 c60v 12,s c 60

E 50 c80
E 60 C70
E 7s C70
v 30 c70
v 37 c70
M60 C140
M7s C140
B 20 c200
B2s c200

M 20 c120
M 2s C120
M60 C140
M7s C140
M80 c80
M 100C80

25
qn

60

75
100

125

zu
)\
60

80

100

E 100 C40
E 125 C40
M 80 C80
M100 C80
v 40 c40
v 50 c40
B 40 C80
B 100 CB0

10

| 2,3

30

3l
40

5U

20

25

20

25

40

50

B 20 C2s
B 2s C25
B 20 C200
B 2s c200
B 40 c80
B 50 c80

OU

60

80

70

70

40

40

120

120
140

140

80
80

60

60

70
70
40
AA

25

25

200
200

80

80

4 '>< 10 >!. 12

4 >1, 10 >< 12

7)(12><13
7 ',,.. 12 >.( 13

7 ';| 12 )1 13

9)<11><12
9 :." 11 )< 12

4>.<10)i.12
4><10)/'12
7><12X.13
7\12)<13
9)/.11><12
9)(11X12

4y.10)<12
4X',t?X12
7x12>^<13
7><12><13
9 )< 11 X 12

9X11)/.12

7 X7 l:1 8

7 x7 ..< I
7X12Y,13
7>.. 12)<13
9111>"12
9>:. 11 x.12

v 10 c 60

v 12,5 c 60

v 30 c70
v 37 c70
v 40 c40
v s0 c40

B 20 C25
B 2s C25

* lötbar Sdden&
.Po I d r i t ä ts ke n n ze i a h tllung

po la rity ide rrtification

Selenklo m mergleichrichter

Brocket-shoped selenium rectifiers

rvp Kenndoten bei

chorocterisiics ot
Gehöuse-

B" ,: -40 . . . +40 oC 
obr"rrrng.,.,

B 20...30 c
500/300

B 20...30 C
750/500
b:20

lo.r
mA

Unr.r t- 1\

mA
cose srze

mm

B 20 C s00 /300
B 25 C s00 /300
B 30 c 500 /300
B 20 C 750 /s00
B 25 C 7s0 /500
B 30 c 7s0 /s00

300 500 6x17x20
300 500 6 >'. 17 >< 20

300 500 6 >( 17 x 20

500 750 6 x 20 >< 29

500 7s0 6x20x29
500 750 6 >< 20 X 29

zv

25
?n

20

25
?n

1) mit l(ühlblech 200 cmz, 2 mm Al
with cooling surfoce 2O0 cmz,2 mm Al
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Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenstobgleidrrichter im HP-Rohr

Rod-type selenium rectifiers in HP tube

Tvp Kenndoten bei
chorocteristics ot tlo: -40...+40'C
Uer.t

V
IGN

mA

E12,s C3
E2s C3
Es7,s C3

E1s00C3
EIZ,JLJ
E25 Cs
F ?7q a {

12,5

25

in gleicher Stufung bis
in constont intervols to

3

3

5

5

10

10

10

10

1 500

12,5

25
?7q

in gleicher Stufung bis
in constont intervols to

E1s00Cs 1s00

QOßxfl,
lötbor

slduvtlt

rr{6:1:10
n)6:1:0,4n17,6
n : Arrzohl der Plotten
n : number of disks
n: UrN :12,5V

Keranik-
rohr

cemmic
tuba

oa8
lötban

E 12,s C 10

E25 C10
E 37,s C 10

12,5

25

in gleicher Stufung bis
in constont intervols to

E 500 C 10 s00

Selen hochsponn ungsstcbg leidr ridrter i m Kerqmikroh r

High-voltoge rod-type selenium rectifiers in ceromic tube

Tttp Kenndoten bei
chorocteristics ot tlo : 

-40 ' ' ' +50 "c

UaN

V
Urs
KV

lrn

mA
I

mm

lcH

mA

E 2250 C 2,s
E3000c2
E3750C2
E 4500 C 1,7

E 6000 c 1,s

2250
3000
?7 (n

4500

6000

9

10,7

14

22,6

2,5

z
z

1,7

1,5

200

150

150

100

100

50

60

70

85

1i0

Selenhochsponnungsgleichrichter TS zur Gleidrrichtung des Zeilen-
impulses in Fernsehempföngern

High-voltoge selenium rectifiers TS for the rectificotion of the line pulse
in television sets

Tvp Kenndoten bei
chorocteristics qt tlo : 

-40 " ' +40'c

lcN i?* t

mA mA mm

Un
KV

U RR Uns

KV KV

TS 6,s
TS9
TS 11

TS 13,s

T5 18

TS 20

9

11

18

20

7,8

10,8

13,2

16,0

21 ,6

24,0

9,5

13

16

18,5

24,5

26

50

60
70

85

110

120

42

0,75

soldcraHc



Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenhochsponnungsstobg leichrichter im Kunststoff rohmen

High-voltoge rod-type selenium rectifiers in plostics frome

Typ Kenndoten bei
rro : -4O. . . +40 "Cchoroctensücs ot

Gehöuse-
obmessungen
cose size

UnN Unn
V

lcN
mA

E 3500 C 15 1 4600 15 15x18x153

M4

@

@o@O@O

Selendioden

Selenium diodes

Typ Kenndoten bei
chorocteristics ot flo: -40,..+40"C

Gehöuse-
obmessu ngen

cose size

Unr,r bei
ot
Un

bei
ot
lc
pA

fR

mA MJ] k9 mm

D1
D8
D16
D18

12

120
120.2
270

2

2

2

z

>10 5

>16 80
>16.2 80.2
>36 180

12...25
<44
<44.2
<120

30

100

100

100

)tJ

7x7x8
7x7x8
7x7x12
7 x7 x12

r*"*1

\)-

A+
t---l
l-8'l
D1,D8

Pr--l
\/ ll,

L___.1l. 72 -l
D16,D18

+

solderabl,e
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Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenstqbilisotoren

Selenium stqbilizers

Tvp Ke:rn -

zeichnun g

identi-
f icotiorr

Kenndoten bei
chorocteristics ot

Gehöuse-
8o : -40... +40'C oomessungen

R cose size
mm mm

Ur lc
VmA

0,5 sr 1

1,0 st 1

1,5 st 1

2,0 st 1

2,5 st 1

3,0 st 1

3,5 st 1

4,0 st 1

0,5 st 10

1,0 st 10

1,5 st 10

2,0 5t 10

2,5 st 10

3,0 st 10

3,s st 10

4,0 st 10

s1
S2
s3
s4
S5
S6
s7
58

1sl
1s2
1s3
1s4
lss
1s6
1s7
1s8

0,5...0,6
1,0...1,2
1,5...1,8
2,0 . . .2,4

2,5 . . .3,0
3,0...3,6
3,5 . . .4,2
4,O . . .4,8

0,5..,0,6
1,0...1,2
1,5.., 1,8

2,0...2,4

2,5...3,0
3,0...3,6
3,5 . . .4,2
4,0...4,8

0,5...2,0

0,5...2,0

2,0...20

2,0...20

2,0...20

6 x11x12

6x11x12

9x11x12

7x7xB

7,5 7 x7x8

rtl!
LJ

Lötbonu dboaa
0,5 st 1 ,,.4,0 st 1

0,5 ... 3,0 st 10 :

o:6, b:2,5
3,5 ... 4,0 st 10 :

o:9, b:5
Seleno m pl ituden beg renzer

Selenium omplitude limiter

Tvp KG 70

Pegel der Eingorrgssponnurrg
bezogen ouf 0,775 V

input voltoge pegel
ref oted for 0,775 V

Einfüg ungsdö m pfu ng
bei 800 Hz

insertion ottenuotion
ot 800 Hz Np:

Np,

<0,05 <0,0s <0,3 >0,s >1,1 >1,7

r2
TJ+1a

d< tötbsr
golfuvHt

KG 70
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Herousgegeben vom Kom.binot VEB Holbleitenperk Fronkfurt (Oder)
Werbung und Messen

RedoktionssöluB: 30. 11. 1975

Aus der in diesem Heft gegebenen Ubersiöt über unser Fertigungsprogmmm
können keine Verbindllctrkeiten zuf Lielerung obgeleitbt wetden.
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KOMBINAT VEB HATBTEITERWERK

FRANKFURT (ODER'
Stommbetrieb
DDR 1201 Fronkfurt (Oder) - Morkendorf
Fernruf 2690' . Fernsdrreiber 016252

KOMBINAT VEB FUNKWERK ERFURT
DDR 501 Erfurt, Rudolfstroße 47

rerntut Jöu

VEB ROHRENWERK ,,ANNA SEGHERS" NEUHAUS
Betrieb im Kombinot VEB Holbleitemerk Fronkfurt (Oder)

DDR 642 Neuhous om Rennweg
Fernruf 50 . . Fernschreiber 628 332

VEB ROHRENWERK RUDOLSTADT
im Kombinot VEB Funkwerk Erfurt
DDR 682 Rudolstodt, Röntgenstroße 2

Fernrul t2,01 . Fernschreiber 0588433

VEB GLEICHRICHTERWERK STAHNSDORF
Betrieb im Kombinot VEB Holbleiterwerk Fronkfurt (Oder)

DDR 533 Stohnsdorf, Ruhlsdorfer Weg

Fernruf 680 . Fernschreiber 015 220

VEB ROHRENWERK MUHTHAUSEN
im Kombinot VEB Funkwerk Erfurt
DDR 57 Mühlhousen, Eisenocher StroBe 40

Fernruf 830 . Fernschrelber 061 8722

VEB GLEICHRICHTERWERK GROSSRASCHEN
Betrieb im Kombinot VEB Holbleiterwerk Fronkfurt (Oder)

DDR 7805 GroBröschen
Fernruf 236 . Fernsdrreiber 017 8849

VEB WERK FUR FERNSEHETEKTRONIK
DDR 1l6Berlin-Obersööneweide, Ostendstroße 1-5

Fernruf 6 35 27 41 . Fernsdrreiber 112 007
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